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H. TOMASZEWSKI: Nowe metody technologii ceramicznej 

Zapotrzebowanie na mater ia ły o specjalnych właściwościach doprowadzi ło do rozwoju wie lu no-
wych, n iekonwencjonalnych technologi i ceramicznych. Należą do nich; spiekanie pod ciśnieniem, 
wysokotempera turowe prasowanie swobodne i wyciąganie. W artykule o m o w i o n o szczegóły te 
chniczne wymien ionych metod oraz uzyskiwane efekty technologiczne. 

K. WIETESKA, Z. SZMID, S. SZARRAS, J. CZESZKO: Defekty struktury w kryształach ADP 
(NH^ H^ POJ 

W pracy przedstawiono rezultaty badan defektów struktury krystalicznej monokryszta łow ADP. 
Badania wykonano metodą rentgenowskiej topograf i i odb ic iowej przy użyciu spektrometru z po 
d w o j n y m kryształem. 
Stwierdzono obecność izolowanych obszarow zaburzonych w sektorach wzrostu oraz strukturę 
pasmową o zmiennym parametrze 
Opisano zmiany szybkości wzrostu pus<.i,zegolnych sektorow<01 l>o raz ruch izolowanych obsza-
row zaburzeń I granic sektorow podczas wzrostu kryształu. 

K. MAJCHER: A/owa metoda identyfikacji typu dyslokacji na podstawie topografii rentgenowskiej 
Langa 

Przedstawiono oryginalną metodę identyf ikacj i wektora osi dyslokacji , wykorzystującą program 
na maszynę cyfrową. Metodę można zastosować w przypadku rożnych kryształów, rożnych ich 
orientacj i , a także w t ransmisy jnej mikroskopu e lek t ronów" ' 

W. HOFMAN, M. PAWŁOWSKA, W. WlERZCHOWSKi, j w , o U W S K i ; Badanie defektów krystalo-
graficznych generowanych w trakcie operacji wytwarzania tranzystora p-n-p 

W pracy przedstawiono wynik, obserwacj i defektów krystalograficznych tranzystora p n-p po wy 
branych etapach procesu technologicznego. Badania prowadzono metodami topograf i i rentge 
nowskiej oraz metodą obserwacj i powierzchni próbek przed i po se lek tywnym t rawieniu chemicz 
nym. Badania rentgenowskie wykonywano kolejno na tych samych próbkach, co pozwol i ło prze 
śledzie zmiany w konfiguracj i wygenerowanych wcześniej defektów Wynik, uzyskane z rożnych 
metod badawczycf. i imoż l iw i ły bliższe wyt łumaczenie mechan izmów odpowiedzia lnych za po 
wstawanie i kinetykę n.ektorych defektów. W priypadki.i dyslokacji n iedopasowania, charaktery 
stycznych uszkodzei. badanego tranzystora, dyskusję w y m k o w eksperymentalnych poparto ana 
Iti i i teoretyczną stanowiącą uogóln ien ie model . Matt f iewsa f i ? , do układu: kryształ podłożo 
i /y-warstwa dyfuzyjna 
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H. TOMASZEWSKI; A new method of ceramic technology 

A new techniques are being int roduced to make a special ceramic materials such as the hot-pres-
sing, hot- forging and hot-extrCision. i 
In art icle a technical detail of these methods and realized technological object ives are described. 

K. WIETESKA, Z. SZMID, S. SZARRAS, J. CZESZKO: Structure defects in ADPINH^H^POJ single 
crystals 

In the work the results of the study concerning the structure defects in the single crystals of ADP 
are presented. The invest igat ions were per formed using the X-ray reflection topography and the 
precise double crystal X ray spectrometer. 
The presence of the d is t i i rbed and isolated regions in the g rowth sectors and the stripe structure 
wi th an inconstant ( ¡¡hi parameter are observed. 
The changes of the g i o w t h veloci ty in the separated s e c t o r s < 0 1 t h e movement of the isolated 
and disturbed regions nod the sector boundar ies dur ing the g rowth process are described. 

K. MAJCHER: The new identification method of the dislocation type based on the Lang topography 

The original identi f icat ion method of dis locat ion axis w i th using cornputer p rog ramming are pre 
sented. This method may be used for the di f ferent crystals differ in structure and or ientat ion both 
for the X-ray t ransmiss ion topography and the t ransmiss ion electron microscopy. 

W. HOFMAN, M, PAWŁOWSKA, W, WIERZCHOWSKI, J. WASOWSKI : Examination of crystallo-
graphic defects dunng p-n-p transistor process technology 

Experimental f indings of crystal lographic defects m chip transistors after selected processes are 
described. Investigations by means of X-ray topographic methods and preferential etchung met 
hod were made. X ray .nvest igat ions were made one after the another on the same slices. It ena-
bled observat ion of changes in the shapes and dist r ibut ions of detects wh ich had been generated 
before Results obtained f rom var ious methods gave a possibi l i ty for an explanat ion of the phe 
nomenons responsible for nucleat ion and kinetics defects. According to misf i t dislocat ions, speci 
fic defects of the transistor having been examined, a discussion of exper imenta l results was sup 
ported by theoretical analysis wh ich .s the general ization of Mat thews models for substrate diff u 
sion layer system. 
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X. TOMAUJEBCKU: Hoebie Memodu KepoMw^ecKOÜ mexHonoeuu 

noTpeSHOCTM B KEPAWMHECKMX Marepuanax co cneunct)HHecKMMM cBoíícTBaMM npuBenn K pasBuxnio 
HOBbix, KepaMMHecKMX TexHonorni í . npMHaflne>KaT k hmm; cneKaHue nofl AaeneHneivi, BbicoKOTewne-
parypHafl KOBKB M BbiraruBaHne. B cTarte onucaHO rexHu^ecKne Aeiann npnaefleHHwx Mexofl N no-
nyneHHbie rexHonornHecKne 34)eKTbi. 

K. BET3CKA, 3. UJMMfl, C. lUAPPAC, H. HELUKO /h'difKinbi Kpucman/iu^ecKOú cmpyKmypbi mo 
HOKpucmannoe ADP (NH^ H2 POJ 

B paóoTe npeflcTaBJieHbi peayjibiaTbi nccneaoBaHuií fle4)eKTOB xpncTannunecKoPi c r p y K i y p u MOMU 
KpncTannoB ADP. MccneaoBaHMH npoMSBOflnnncb MeroflOM peHireHOBCKOvi OTpa)KaTenbHOÍí rono -
rpacjíHM npn ncnonnaoBaHUM cneKTpoMexpa c flBoíÍHbiM KpucrannoM. VcTaHOBneHO cymecTBOBaHue 
MsonupoBaHHbix B03MyiueHHbix o5nacTeií B ceKTope BoapaciaHua a TaK>Ke aoHHyio cTpyKxypy o ne-
peweHHOM napawerpe c/f,ki OnucaHbi M3MeHeHMfi cKopocrn pocxa oflfleribHbix c e K T o p o B < 0 1 a 
TaK>KeflBM)KeHMe usonupubdHHbixoSnacTeíí noBpe>KAeHnfl M rpanuLiceKTopoB BO Bpewn pocia Kpnc-
Tanna. 

K. MAI/IXEP: Hoetiú Memoó udeHmutpuKOuuu muña ducnoKOLiuu na ocHoee monoepoípuu ílaHea 

llpeACTaBneH opuruHaribHbiií MBTOA MfleHTucJjnKaunM BeKTopa OCM AucnoKaunu npn noMomn npo-
rpawMbi Ann unc^jpoBoií MaiüHHbi. 
M e i o A MOJKHO npuMBHRTb A l " pasHbix KpncTafinoB, paannHHbix opueHiaunM, Aa>Ke B ipaHCMUcnoH-
HOM aneKTpOHHOÍÍ MHKpOCKOnUM. 

B. XO0MAH, M. l lABrOBCKA, B. BE>KXOBCKM, fl. BOHOOBCKM: Mccnedoeanue Kpucmannoepa^u-
'4ecKux óetpeKmoe, (fiopMupoeoHHbix 6 npoixecce usaomoenenuR mpoHsucmopa p-n-p 

HacTOHiuan paóoTa npeACTaBriser pesynbiarw HaóniOAeHM« KpMCTannorpa4)M4ecKHX Aec^íeKTOB 
TpaHSMCTopa p - n - p nocne naGpaHHbix sranoB TexHonorusecKoro npouecca. HccneAOBaHUR Gbinn 
npoBeAeHbi MBTOAOM peHTreHOBCKOíí TonorpacJjnn M wiexoAOM HaSnKaAeHun nosepxHOCTH oGpaa-
UOB nepeA m nocne ceneKxuBHoro xniviimecKoro TpaB/ieHua. PeHireHOBCKne nccneAOBaHun npoBe-
AeHbi nooHepeAHO Ha rex JKB o6pa3uax, MTO noasonuno npocneAUTb naMeHeHun B cjjopiviax N pasno-
»eHMHx ccł)opMMpoBaHHbix paHbiue AecJjeKTOB. PeaynbTaTbi, nonyneHHbie no pasHbiM MccneAOBare-
nbCKMM MeiOAaM Aann B03MO>KHOCTb TOHHee H3bHCHMTb MexaHM3Mbl, OTBeTCTBeHHbie 33 06pa30Ba-
HUe M KMHBTMKy HeKOTOpblX AeifieKTOB. 
B cnyHae AncnoKaunn HecooTseTCTBUfl, xapaKiepHbix noBpe)KAeHMfi Mcc/ieAyeivioro TpaHSUCTopa, 
o6cy>KAeHMe sKcnepuMeHjanbHbix peaynbxaroB 060CH0BaH0 TeopejunecKUM aHanM30M, 
asjiHioiiłMMcn o6o5meHMeM MOAenu Merioca £Í7, 18] Ann cxewbi: noAno>KKa - An4)ct)y3MOHHaH 
nneHKa. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

W celu ułatwienia prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem mater iału do druku redak-
cja prosi Au to rów o przestrzeganie podanych niżej wskazówek; 

1. Objętości ar tykułów w zasadzie nie pow inny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach fo rmatu A4, jednost ronn iez Inter-
linią (co drugi wiersz), z marg inesem 3,5 cm z lewej strony, dużą czcionką. Na arkuszu nie po-
w inno być więcej niż 31 wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony pow inny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których pow inny być umieszczone rysunki 
i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia (unikać zbyt dużych) należy wykonywać osobno (nie w maszy-
nopisie całego artykułu), w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. 
U góry każdej tabeli podać tytuł objaśniający. 

5. Ar tykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie stresz-
czenia w języku polskim, rosyjskim i angielskim (również w 4 egzemplarzach). 

6. Ar tykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na części, a w części końcowej w inny 
być s fo rmułowane wnioski . Ty tu łów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę możności 
unikać podziału artykułu na oddzielnie zaty tu łowane części. 

7. Rysunki pow inny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wkle jone do tekstu, lecz załączone od-
dzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami 
należy sporządzać oddzielnie (niezależnie od tekstu artykułów), w 4 egzemplarzach. Rysunki 
należy wykonywać na przezroczystej kalce drukarskiej. 

8. Fotografie pow inny być ostre i wykonane na b ia łym błyszczącym papierze fotograf icznym. 
Numery fotograf i i i powiększenie należy podawać n a o d w r o c i e - o ł ó w k i e m . Numeracją należy 
objąć rysunki i fotograf ie łącznie (nie stosować oddzielnej numeracj i dla rysunków i oddzielnej 
dla fotografi i) . 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz l i teratury, wymien ia jąc kolejno nazwisko autora 
i pierwsze l i tery im ion, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr t o m u i zeszytu, 
miejsce wydan ia i rok, ewentualn ie numer strony. Pozycje wykazu l i teratury w inny być nume-
rowane, w tekście powołania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. p j . 

10. S łown ic two techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzo-
rach itp. pow inny być zgodne z terminolog ią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy 
Układ Miar (SI) oraz z innymi obowiązu jącymi przepisami. 

11. Maszynopis powin ien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie popraw iony przez Autora. 
Poprawek na stronie nie pow inno być więcej niż 5. 

12. Redakcja zastrzega sobie p rawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbęd-
nych skrótów, korekty styl istycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowan ia w ,,Materiałach Elektronicznych" uważany jest za 
równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była drukowana ani wys łana do druko-
wania w żadnym innym czasopiśmie k ra jowym lub zagranicznym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru te lefonu celem łatwiejszego po-
rozumiewania się i ewentualnego przesłania należnego honorar ium. 
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